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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文では、回路面からの種々のアプローチによって、電源電圧の低下と素子ばらつきの増大に対
応する技術を開発している。まず、MOSトランジスタとバイポーラトランジスタを用いたBiCMOS技
術による論理ゲート回路について、ベースクランプ回路やチャージポンプを使用するなどして、低電
圧化を実現している。ECL/CMLに代表される電流切り換え型の回路に対して、MOSトランジスタを
適用することで大幅な低電源電圧化に対応させている。さらに、アナログ動作部分の特性ばらつきを
抑制するフィードバック回路を用いたデバイス特性ばらつき補正回路をSRAMに適用した研究成果に
ついて述べ、デバイスの特性によらず最良な性能を引き出す技術を実証している。最後に、アナログ
的な動作を排除し完全なデシタル動作を実現することによって、デバイス特性ばらつきがSRAMファ
ンクションに与える影響を根本的に排除するレシオレスSRAMの試作結果について述べている。これ
らの提案技術は、いずれも実証LSIの試作により、実測評価が定量的になされており、結果に関して
の信頼性が非常に高く、いずれもこの分野の世界最高峰の国際学会や、主要論文誌で公表されており、
本論文で検討された技術やコンセプトは、今後とも継続するトレンドである微細化、低電源電圧化、
素子ばらつき増大に対処する方法に有用な知見を与えていくものである。 
 
本論文に関し、公聴会において、調査委員及び一般参加者から、各提案技術と研究業績の対応の詳
細、提案技術の効果の詳細（高速性、消費電力、信頼性）、メモリセルのバリエーション、他研究グ
ループの動向、技術の発展性等に関する質問がなされたが、いずれも論文提出者により適切な回答が
得られ、質問者の理解が得られた。 
 
以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査した結果，本
論文が，博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
